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Lo invencion ge refisre s un elemenio semie
-conductor conteniends cono minimo dos cucr PPOs Be~

miconductores en forma de 3.:3..::3,(1(13’.'&:.;:}; cada wno

con
.. : . 2 5
dos contactos de conexidn como minimo, sepun sz des

5. eribe en la solicitudé do patente espadole 358 070,
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trodos, que ilsva en su parie inferdor opuesia un npri-
wer pasador de conexidn, ¥y otro cucrpe semiconducior
con un primer contacto de conexidn, gue ccups tode ux
lado de superficle, esta soldado sobre un soporie ofso-
puesto por encima de la placa de zdezlo, en el cuzl ge
he introducide el soporte com un agujicro de sujeceidn
para @llo previste a través de un se :oundo paszdor Jda
conexidn que atraviesa en forma aislsda la plocs de ud-
calo, en el cual, ademds, el cuerpc semiconductor 50laa
do sobre el soporte, en su iado suvperior opuesic ¢l so-
porte, lleva un scgundo conbacto de conexidn que, a tre
cer passdor de conexidn, que atraviesa en forma aivlada
la plzca de zdcalo, estando el glambre de conexidn con
una de sus zonas Tinales acolads, recta con relacidn

a la seccidn central, soldado con el segundo contacto

de conexidn del cuerpo semiconduector soldado sobre ol

soporte, y con su otro extremo, asimismo acodado con re-

lacién a la seccién central, desarrollado en formz holi-
coldal, insertado por encima del tercer pasador ¢e co-
nexién y soldado con éste, teriendo finalmente el cuer-
po semiconduetor soldado sobre la plsca dGe zécalc, én su
laédo supewiov opuesto a ls placa de zdcalo, un segundo
contacto de conexidn que ecta coneciezdo en form“ eléctri

camente coxnductora, con ¢l soporte.

En la citadn solicitud ya £o ho propuesto wi glo~
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wmento semiconductor de esta clase. %Un este celonondo g
- - . & - &
niconductor se forma la conduccion electricaments con-

ductora, entere el seoporte y el segundo contecto 3 co-

C‘)

nexidn del cuerpo semiconductor soldado sobre la placa

(o8]

¢ zbezlo, por un segunde pacador de conexidu, schre el
cugl estd colocedo ¢l soporte con el agujero de zujecion
para ello previsto, ¥ por otro alambre de conexidén que
conduce desde este pesador de concxidn hacia el segundo
contacto ds conexidn del cuerpo semicondncior saldsdo
sobre la placa de zdcalo. Este alambre de conexidn cs—
t4 desarrollodo como ol slsmbre de conexién_ya mencione~
o mds arriba y solcéado con el mencionado contacto de c¢
nexidn y el mencionado pasador de conexidn en igual for-
mo como éste con su correspondiente contmcto de conexidn
¥y su correspondiente pasador de conexidn.
Ia invencidn tiene por cometido desarrollar un

elemento scumiconductor de la clase artes mencionade mas

simplificado y de mas barata fabricaci - BEn especial
se debera suprimir ¢l alambre de contacto mencionudo en
gsegundo lugar que conecta el qegundo contacto de conexidn
del cuerpo semlconductor soldado 5obre la placa de zdcalo

con el segundo pasedor de conexibn. -
Une solucidn especidlmente sencilia y eficaz de
este cometido se lozra si, segin la presente inveneciodn,
1z conexidn eléctricamente conductorz entre el segundo
contacto de conexidén del cuerpo semiconductor soldado
gobre la place de zGcalo y el soporte se forma por el
proplo soporte. Conveniéntemente mucstra para e¢llo cl

soporte unsg seccién doblada bhacia abajo, estrechandose

hacia abajo, cuyo extremo inferior estd soldado con el
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gegundo contacto ds conexidn dol cuerpo semicondvctor

soldado scbre la placa soporte. DPara poder graduay,
durante el montaje del elemento semiconductor, el pla-
no del soporte paralelo & la superficie del szdozlo se
5. ha desarrollade el agujero de sujecidn del soporte como
un ojal que tiene la forma de un cilindro cozxial nl
¢ N - XA ) S 4 " i L . I
ggujerc de sujecion y que permite uns gula y soldsdura
a lo largo del pasador de conexidn. Como en interéds de
vn facil montaje y vna movilidad durente el proceso Ge
10. la soldadura, cl didmetro interior del ojal debe ser &l
we F (] P ] . -
g0 mayor que el dlametro exterior del pasador de cone-
xibén, se pierde en parte este efectc de guia deseado ¥
1a posicidn paralela deseada entre el plaro del soporte

¥y la placa de zécalo, ya que el ojal sz cantea con ralg

15. cién al pasador de conexidn, Pare eliminar este efecto

se ha doblado la parte del soporte que lleva el cuerpc
semiconductor con relacidn g la superficie de seccidn

del ojal.

" " En un elemento semiconductor en el cual ambos - -

~20, - cuverpos semiconductores llevan en su lado superior un

“ e e oofgpcer contacto- de conexidn, .de-los. cusles cada uno de

S wmee e - ... )os . dos -teroeros contactos. de_conexidn se conectan en
forma eléctricamente conductora con un cuarto pasador
de conexibn, que straviess en forma aislada la plaza

25, - . de z6calo, se desarrolla ventajdésemente esta conexidn
eléctricamente conductors como un alambre de conexidn
comin que conduce desde el uno de los contactos da co-
nexidén hacis el pasador de conexidn y desde éste hacia
el otro contacto deAconexién, Convepiéntemenie muestra

30 este alambre de conexidn comdn dos secciones finsles de

15
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curso vertical, soldzdaas o e b

cor loc contactos de conexridén, dos secciones interme-
dizs de curso sproximddsmente horizontsl, y enire ec-
tas des secclones una seecidn central desarrollada en
Lorme helicoidal que se inserta cobre el cuarto pasadoer
de conexidn y se suelda con éste. En caso necesaric
se pucde sustituir este alamdre.ds conexidn comin por
dos mlwnbres de conexidn individusles de Ja close ya
descrifa mds arriba e insertarlos consecutivemente so-
bre el cuarto pasador de conexidn.

La invencidn se refiere zdemds & un procedimicn-
10 para el montaje y la soldadurs del elemento semicon-~
ductor descrito. Iste procedimiento permite colocar
las distintas piezas del elemento, préviamenie dotadas
de material de soldadura, para su soldadwra en una S0-
la pasada a través del horno, en forma sencilla en lu
posicidn correcta entre si y mantencrlas durante el

transporte a través del horno de soldadurd en esta posi

CLOM o o e

Seglin la presente invencién se soluciona cste

cometido debido a que se ha previsto un dispositivo de

_su3e01on . compuesto de ires placas de plantilla, a que ’

gyt At i e 8 e o J—

estas plocas de plantilla se dotan de escotes para las

.plezas individuales de un ejemplor del elemento semicon
b Jemp 3

guqtgr‘cgmo minimo, se pueden colocar unas encima de 1&5
otras y al mismo tiempo se gulan paralelas entre si mem
diente medios de guia, a que como minimo una placa de
zdcalo se inserte, con tres pasadores de consxidn mobre
salientes por el lado inferior, en taladros para e¢llo

previstos en la primers placa de plantills, a que enton
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¢es se coloca la sezuncu placa Ge plantilla, avqaﬁ @
un escote pare ello previsdo en esta segunda placs &
plsntilla se coloca el cuervo semlconductor a soldar
sobre la placa de zdealo, provisto, como minimo en unc
5 de sus contactos superiores préviaemente, de materiel
de goldadura - en caso dado, después de haberse coloca-
do una plaguita de material de soldadura, a que despuds
en un escote para ello previsto en la segunda place de
plantille se coloca el soporte, que, en caso dado, en
10. el luger previsio psra la soldadura con él del cuerpo
semiconductor se ha dotado préviamente de materisl de
soldadura, a que seguidemente se coloca la tercera pla-
ca de plantilla, a que en un escote para e¢llo previsto
en este tercera placa de plantilla se coloea el cuerpo
15. semiconductor a soldar sobre el soporte, préviaments
dotado, como minimo en un contacto de conexidn superior,
de material de soldadura, a que despuds, en como minimo
un escote para ello previsto en la tercera placa de wvlen
$11la, se coloca como minimo un alembre de conexidn ¥
20. simultdneamente se pasa con su seceidn desarrollsda en
forma helicoidal por encimz del pasador de conexidn ad-
i e Jdugicado _y la parte helicoidal se empujooa Lo largo .del.

-

... pagador de_gonexidn hagia sbajo hasta agarrar y con ello
hasta tensar el alambre de Qonexién, a gque entonces se
25. - - colocan sobre los pasadores de conexidn, que atraviesan
_en forma aislada la placa de zdcalo, en cada uno un eri~
1lo de material de soldadura Yy dcspuéi se retiran la ne-
gunda y tercera placas de plantilla y, findlmente, = qus
s0lo la primers ﬁlaca de plantilla, con el elemento se-

30. miconductor montado sobre elle, ce transporta z través
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deld horna s soldedura.

Hediante la sujecidn descrit

)
&

ge conexidn se empujom los crista

sohre sus heses eon lo cual,; antes to-
doc 1ns piesse individusles de la totelidsd deld elemens
Yo aemiconduetor estdn insensitbilizadus contre las sacy
didas ¥ se mentiencn estdblemente f£ijadns en su lugar.
Mterlores detalles y convenlentes dessrrollos

adiclonales de la invencidn se describen y explican con

)

mds detalle a base del ejemplo de ejocueiéh reprasenta-
do en el ¢idbujo.

Fuestran:

Lo figura 1 un elemento semiqonductor segun 1a
invencidn con la tapa desmontada, visto en perspectiva;

Ia figura 2 una socceidn parcial segin la lirea
II-IT de la figura 1;

Las figuras 3 los alambres de comexidn que condu
cen desde los pasadores de conexidn a los contactoz de
conexidn de los cuerpos semiconduchores;

La figara 4 el circulto de conexidn eléctrico de

un elemento semiconductor hibrido sezin la invencidn, en

el cual embos cuerpos semiconductores son monoliticos;

La figura 5 el dispositivo de montaje compuesto
e ires placas de plantilla con lag piezas a soldar del
elemento semiconductor en estado separado, en perspacti
vas -

Lz figura 6 la primera placa de plantilla con
cuatro zdcalos prefzbricados insertados, en vista en
perspectiva;

La

Fh

'y

igura 7 el elemerto zemicondustor segn la Ti
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gura, 1 ¥y 2 con las tapa desmontada, vieto en plauis

bidndose suprimido también la pleca de zdealo con su
primer pasedor de conexidn;

Lo figura 8 los eéscotes en la segunds placa de
piantilla, en vistz en planta ¥

' Lo figurs 9 los escotes en la tercera piscs de
plsntille, en viste en planta.
El elemento semiconductor representado en las fi
guras 1, 2'y‘7 contiene dos cuerpos semiconductorcs 38,
36 en forma de plaguites.

El cuerpo semiconductor 38 lleva, en su lado in
ferior, un primer contacto de conexidn 39 (Pig. 2) que
se extlende sobre todo este lado inferior. Con esie con
tacto de conexidn estd soldado el cuerpo Gel semicondue-
tor 38 sobre una placa de zdcalo 35 que Torma ung purte
@2 la carcasa del elemento semiconductor -y simultdnea~
mente sirve como conexidn de electrodos para el cuerpc
semiconductor 38. ILa placa de sécalo 35 lleva en un lg
do inferior un primer pasador de contacto KO. Este pa-

sador de contacto sirve como alimentacidn de corriente

" para el contacto de conexidén 39 del cuerpo semiconduc~

e e i (e ¢ e = s

= = El segundo cuerpo semiconductor 36 lleva en su
lado inferior asimismo un primer contacto de conexidn
37 que se extiende sobre todo este lado inferior. Con .
este contacto ‘de conexidn 37 estd el cuerpo semiconduc~
tor 36 soldado sobre un soporte 60 dispuesto por encima
de la placa de zbcalo 35. El soporte 60 estd empujado
con un agujero de sujecidén para ello previsto sobre un

" « !
segundo pasador de conexiom Ko.
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Parw que duronte el montaje del elamenta Bl eon
guctor ¢l pleno del soporte, es decir, la scocidn del
soporte 60 que lleva el cuerpc seaiconductor 35 ae pueda
ajustor paralelo a la superficie del zdeslo, con objoeto
de peoder ajustar (urante el montaje al cuerpe somicorie
duetvor 36, se ha desarrollado el agujero de sujecidn del
soporte 60 como ojal 60b gue tiene ls forms de ua ¢iline
dro coexial al agujero de sujecidn., Con este ojal GO
esté scldado el soporte 60 con el segundo pasador de
conexidn K, a través del material de soldadura L. Como
en interés de wn ficil montaje y una liberdad de movi-
miento sl soldar en el elemento semiconductor el didmetro
interior del ojal 60b, se ha de selecclonar en 0,05 mm mg,
yor que el didmetro exterior del pasador de corexidn K,
que asciende a 1 am, se pierde en parte este efecto de
guia deseado & lo largo del pasador de conexidn Ko ¥ 1a
posicién paralels deseada del plano del soports y la
placa de zécalo, ya que el ojal se cantea con relacidn
al pasador de conexidn Xo. Para eliminar este defecto
se doble la parte del soporte 60 -que-lleva el cuerpo e~
miconductor 36 con relacidn a la superficis de seccidn
del ojal 60 b en un dnguloc o de 7° (Fig. 2) cuando, con
las medidas arribs mencionadas para el didmetro, la lon~
gitud axial del ojal asciende a 1 mm.

El segundo pasador de conexidn K, sirve como ali
mentacidén de corriente para el contacto de conexién 37
del cuerpo semiconductor 36 soldado con el soporte 60.

E1l pasador de conexidn Kp estd conducido aislade median-
te una fusidn de cristal Go a través de la placa de zocg

lo 35.
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1 cusrpo seml conductor 3b tiene sdems da' b
primer contacto de conexidn 37, que se encuentre en el
lado inferior, un segunde contacto de conexidn 13, que
estd dispuesto en el lado superior 6 y a través de un
alembre de conexidn 62 estd consctado con el tercer p2
sador de conexidn K3. Bste pasador de conexién_Kq GG
t4, asimismo mediante una fusidn de cristal G3, abruvesayn
do en forma aislante la placaz de zdezlo 35. EL alssbre
de conexidn 62 se compone de una seccidn central 12 recw
tilinea, de curso aproximédamente horizontal, de una pri

mera seceidn Tinal 122 asimismo de desarrollo rechilineo

y de curso aproximgdemente vertical y de una segunda sc

HE)

cidén final W3, asimismo acodada con relacidn s la parie
central, pero desarrollado en forma ds espiras helicolds

33
P

les., Dl eje de las espiras transcurre en dircceidn Ver-

tical. Rl extremo inferior de la primera seccién 128
estd soldada con el segundo contacto de conexidn 13 del
cuerpo semiconductor 36. ILa segunda seccidn final W3

del alambre de conexidn 62 estd insortada sobre el ter~

‘cer pasador de conexidn K3 y soldada con éste.

El vegun@o contacto ue couazion 52 del cuerpe se-

miconductor 38 se encuentra en u 1 ao superxor ¥ es tu

unldo en forma electrlcqmonto conductora con el soporte
60. BEsta unidén eldctricamente conmductors estd formada

por el m;smo soporte 60. Bl soporte G0 muestra para ellc

una seceidn estrech&da hacia abajo 60z, cuyo extremo in-
farior osts soldado con el contacto de conexlén 52

E; cuerpo semiconductor 38 tiene un tercer con-
tacto de conexidn T que estd dispuesto al lado Gel easun

do contacto de conexidn 52 en el lado superior. Taxbién
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el cuerpo somiconductor 36 tiene un tercer conb.ote de

conexzidn 14 que se encuentra en su lado superior. Cada
uno de los dos terceros contactos de conexidn 7 y 14 en
t4 conectado en forma eldetricamente conductors con un
pasador de conexidn K4 comin, que, mediante unz fusidn
de cristal G4, eatd conducido a través de la ploca de
z6calo 35. Para ello sirve un alambre de conezidn 61
comin gus conduce desde el contacto de conmexidn 7 hacis
el pesador de conexidn K4 y desde éste hacia ¢l conmbace
to de conexidn 14. E1 alambre de conexidn 61 (vease o
bién la figura 3b) lleva dos secciones finales 10a, 11a
de curso vertical, soldadas en sus exbremos inferiores
con los contactos de conexidn 7, 14, d@os secciones inter
medias ds curso aproximsdamenite horizontal 10, 11 ¥y entre
estas secciones intermedias vna seccidn centrsl dessrro-
~llada en forma helicoidal W4. Ia seccion central Wi es~’
t4 insertada sobre el cuarto pasador Ge conexidn K4 y sol
dadzs con éste.

En lugar del alambre de conexidén 61 comin, que se
ha repreéentado en la figura 3b en-escala considersblemen
te aumentada, se pueden emplear también dos alambres de
conexién individuales 61a, 61b (Figuras 3d y 3c). E1 alum
‘bre de conexidn 61a destinado al comtacto de conexién 7
se desarrolla aguf, como rgpresentado en la figura 34,
esencidlmente en la misma forma como el alambre de concnf
xién 62 ya descrito, que se ha representado en la figu-
re 3a. En estos dos alsmbres de conexidn 6la, 62 sge#alen
las espiras VV'4 o bien W3 -~ visbo desde la seccidn cen-
tral 10 o bien 12 - en lg misma direccidn como la otra

seccidn final desarrollada rectilinea 10z o bien 12a, Fn
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el alambre de conexidn 61b dostinado al cozbucio de o
nexidn 14 por el conilrorio se disponen las espirvss W4
y la seccidn finmal 11a, pave lograr un buen efecto de

tensidn previa, de manera que mnbas secciones finales
P ) q

{3

W4" ¥y 11g sefialen desde la seceidn central 11 en dos
direccciones opuestas entre oi.

Loz dos cuerpos semiconductores 36, 38 pueden ser
elementos discretos de los cuales cada uno contiene vor
ejemplo un solo transistor. Pero también puedsn conte—
ner circuitos monoliticemente integrados I36, 138 que
por ejemplo pueden estar ejscutados en téenica planar.
Ia figura 4 nuestra un posible ejemplo de ejecucidn en
el que tanto el cuerpo semiconductor 36 como tembién el
cuerpo semiconductor 38 contienzn un circulto integrado.
Con trazos a rayas se cmarcan en la figura 4 loz distin-
fos clementos contenidos en el cuerpo semiconductor 36,
con trazos de rayas y puntos los elementos indlviduales
integrados en el cuerpo semiconductor 38.

Bl cuerpo semiconductor 36 conticne en este ejem-

plo de ejecucidn un circuito monoliticamente integrado

que se compone de un transistor de mendo 3T, una resis-

tencia R1 parelela al trayecto base~emisor del transis-
tor de mando y de un diodo Zerer Z que con su énode estd
conectado a la base del transistor de mando. BEL primer
contacto de conexidn 37 del cuerpo scmiconductor 36 co-
nectado con el soporte 60 forma agui la conexidn de co-
lector éel transistor de mendo ST, el segundo contacio
de conexién.13 la conexidn de cdtodo del dGiodo Zener 2
y el tercer contacto do conexidn 14 la conexidn de emi~

gor del transistor de mendo ST.

et ——— S —— N B oy At AR
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E1 eunerpo semiconductor 38 contione, en el ¢joi-
plo de ejecucion segin la figura 4, vn circuite o cone-
widn de transistores segin Darlington., Este circuito
de tronsistor Darlingbon se compone de un trangisior
de ateque T, de un transistor de potencia LT, cuyc co-
lector estd conectado con el colector Gel tronsictor de
atague y cuya bhase estd conectada con el emisor del tran
sistor de ataque, ademds de una resistencia purzlels al
trayecto emisor-base del transistor de ateque, cc wia re-
sigtencia R2 parazlele zl trayecko emisor-base del tran—
gistor de potencia y de un diodo D en psralelo con el tra

yecto emisor-colector del transistor de potenciz, cwyo

dnodo estd conectado con el emisor del transistor de po-

tencis. El primer contacto de oonexién 38 del cuerpo se

miconductor 38 soldado con la placa de zégg}g~3§”fp;mg o

aqui la conexidn de colector comin de los dos transisto-

ves TT, IT, el segundo contacto de concxidn 52 la cone-

xidn de bese del tronsistor de ateque IT ¥ el tercer con
tacto de conexidén 7 la conexidn del emiscr del transistor
de potencia IT. e

Los dos_cirecultos integrados_I36 ¢ I38 pueden em= _
plearse aqui como regulsdores de tensién en forma simi-
lar al ejemplo de ejecucidn descrito en la citada paten—

te. Para el montaje del elemento semiconductor sirve el,

dispositivo de sujecidn representado en las figuras 5, 6,

8 y 9, compuesto esencidlmente de tres placas de planti-
lla 81, 82, 53, ILas places de plentilla 81, S2, S3 es~
tén dotadas de escotes pars lus piezas individuales del

elemento semiconductor, se gpilan unags encima de las

otras durante el montaje de estes piezas guiéndgae en pa
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encuentran en la primera placa de plentilla S1. Bn el
digpositivo ds sujecién se pueden montar cuatro elemcy
tos semicondvctores uno al lade del otro que éntonces,
en una sola pasada a través del horno, se sueldnn simml
tdnesmente, retirandose diréctamente antes de passr por
el horno las placas de plantilla 52 y S3.

Para el montaje de los elementos semiconductoras

PR

en'ias placas de plantilla se dsbe disponer de la placa
de zb6ealo 35 con sus pasadores de conexién Kp, X2, U3,
K4 ya préviemente terminade. Esta fabricacidn previae
consiste en que priméremente se fundun los passdores de

conexidn K2, K3, K4 en taladros correspondiéntement

(0]
=2

mensionados de la placa de zdczlo, de manera que se £ore

men las fusiones de cristal G2, G3, G4 y despuds el pass

_dor de conexidén Ky a tope sobre el lado inferior Ge la

place de zdcalo. En su lugar sc puede fijar tembién el
pasador de conexidn Ko por soldadure dura simulidneamen
te con la colocecidn de las fusiones de cristal. A con-

tinuacidn de este proceso se recubren todas las superfi-

~cies metalicas del zdcalo préviemente fabricado de wuna

- capa metdlica reticulable con el material de soldedura

blando, preferéntemente con niguel.

Al montar los elementos semiconductores se Jjrser-
tan, como se ha representado en la figura 5, cuztro pla-
cas de zdcalo préviemente Fabricadas 35 cade vez con los
pasadores de conexidn Kps K2, K3, K4 que cobrecelen por

la parte inferior en los taladros pars

¢

ello provistos &,
B2, B3, B4 de la primere placa de plantilla Sl (véas

tanbién la figura 6) ¥y despuds ee coloca enciuc la seguu&i

a0
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pleca de plantilla S2 de mapera que asiente sobre Lo
lados superiorec de las places de zbealo 35.

Los passdores de conexidn scbresalientes en
estos lodos superiores X2, K3, E4 possn agul a travée
de escotes Agg, by correspondidntemente dimensicnzdos
dispuestos en la placa de plantilla S2 segin lz Ffigura
8. El escote Agy sirve aqui simultaneamente paru la re
cepcidn del soporte 60. En otro escotbe Asg (véuze lus
figuwras 5 y 8) de la segunda placa de plantilla S se
inserta entonces con ayuda de unas pinzas gspiraderas
el cuerpo semiconductor a soldsr sobre la placs de zécg
lo que como minimo en sus contactos de conexidén superig
res 52 y 7 estdn préviamente recubiértos de material de
soldadura. Ias esquinas del escote Asg estdn ensancha-
dog pera proteger las esquinas de cristal, En su lado
inferior puede el cuerpo semiconductqr 38 estar asimig—
mo préviamente recubierto de material de solder. Xn su
lvgar o adicionélmenfé sé-pﬁéée ééiééﬁr éin éﬁba£g0 féﬁ
bién en el escote A3g antes de la colocacidn del cuerpo
semiconductor 38, una plaguita de materizl de soldzdura.

Entonces se coloca en el escote- Agp de la segunda placa

_de plantilla Se.el soporte 60... Lo posicidn del soporte . _.

60 se fija agui por el ojal 60b que, al ser colocada, se
kY . 'L

empuja por encima del pasador de conexion K2 y por los .
dos: lugares de asiento A en el escote AGO (Frig. 8).

L2 seccidn 60a que sefiala hacia abajo del soporte 60
tropieza scbre el contacto de conexidn 52 prévismente
erplorado del cuerpo semiconductor 38. Después se colo-
ca la tercer placa de plantilla S3 (Figurs 5). Esta tie

ne los eccotes A'a, A'3, A'4 desarrollades segmin 1a i~
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gura 9 para el pazo de les pasadores de conexidn LZ, £3,
Ki. OCon ayuda de unas pinzas aspiradoras se oolocn
enionces en otro escote A36 (vease las figuras 5 y ¢) de
la torcera placa de plantilla £3 el cuerpo semiconduetor
36. Para faciliter la colocacidn se ha profundizade la
placa de plantilla S3 g lo largo del contorno K de mane-
ra que le plenta de estae profundizacidén se cncwentre aprg

ximgdamente en altura con la superficie de cobertwrs (el

cuerpo semiconductor 36.

Tas esquinas del escote A36 se han ensanchado para
proteger las esquinas del cristal. EL cuerpo semiconduc-
tor 36 estd préviemente recubierto en sus contactos de
conexidn superiores 13 y 14 con material de soldadura,
pero también puede estar recubierto en su lado inferior

con meterial de soldadura. En su lugar o adiciondlmente

- —seg puede haber recubierto con material de soldadura el

--goporte 60 en su lsdo superior en ¢l sitio previsto para
el cuerpo semiconductor 36. Después se¢ colocan en los
escotes para ello previstos Ag1s A62’ que se encucniran
por encima de los escotes A38 0 bien Agy de la segunda
placa de plantilla S2, los alambres de conexién 61 y 62

y al mismo tiempo se insertan sus secciones helicoidales

"W4, W3 sobre los pasadores de conexidn adjudicados &

ellos X4, X3. Debido a la guia de las plantillas coine
ciden los puntos finales de todas las alimentaciones de‘
corriente automaticamentc con los contactos de conexidn
correspondientes de los cuerpos semiconductores 36, 38,
Ahora se empujan las dos secclones helicoidsules
W3, W14 en un proceso d: frabajo con un calibre a lo lav-~

go de sus correspondientes pasadores- de conexidn K3, ¥4
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hasta oue sprioten on un redueoido recorrido bedls sha-

' &

jo. Con wn dimensionsmiento correspondiente dv Inc len
gitudes tanto de los seceiones finales de desarrollo

rectilineo 10a, 11a, 12a asi como towbidn de lus espi-

es helicoidales W3, W4 se puede prescindir del ompleo
de un calibre, empujando las eapiras W3, W4 a lo largo
de sue pasndores de conexidn K3, K4 bhasta hacer tope so
bre las fusiones de cristal G3, G4, con lo gue se obtis
ne awtométicamenie una magnitud de tensado sicuprs re-
producible,

Después ge empuja sobre cada uno de los pasadores
de conexidn K2, K3, K4, que atraviesan aislados la placa
de zdealo 35, un anillo de material de soldadurz 12, L3,
L4. Se sacen shora las placas Ge blantilla 82 yS3y
findlmente se lleva la place de plantilla S1, que 1leva
los elementos semiconductores montados, hacia el horno
de soldadura.

Por desplazamiento de las secciones W3, W4 se eli
mina por una parte la diferencia de altura entre los con
tactos de conexidn 7 y 14 que puede impedir un aziento
gsimultaneo de los extremos inferiores slambre de corexidn

comin 61. Por otra parte se logra que 1ios alambres de |,

-conexién 61, 62, ahora tenszdos sobre la totalidad de 1a -

estructura, compuesta de las piezas 61, 62, 36, 60, 38,
en ¢l transcurso del proceso de soldadura se hundan cor
seguridad y de esta manera estas piezes se mantengan en
contacte con los lugares de contacto soldados.

Pars eata finalldad deben estar compuestcer los
alambres de conexidén 61, 62 de un material que tenge una

buens conductibilidad eldetrica, una buena capncidad de
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soldadura y, en interds de un tensudo previe, wsuficisp
tes propledades de resorte que, ademds, también se hon

de ﬁ&ntaner durante el calentsmiento a la tempersiura

de soldadura, es declr, que la temperatura de reerisia-~
lizacidn del material moldeado en frio, del cusl ectan
compuestos los alambres de conexidn 61 y 62, se encusn—
tra ain por encima de la temperatura de soldudura con
objeto de que la zona de elasticidad de los zlambres de
conexldén se mantenga sin perjuicio durante el proceso

de soldadura.

Se ha descubierto ahora que las aleaciones de
Plata-cobre con un porcentaje en peso reducido en cohre,
por cjemplo Ag97 Cu3 asi como el alambre de niquel 1ol-
deado, en frio son exccléntemente adecvedos para ests
finalldad. Todas las capas de naterial de soldadure que
se encuentren en los contactos de conexién de los cuer-
pos semiconductores se componen de wn materizl de solda~
dure blando a base de plomo, conveniéntemente de Ph9S Snd.
Los anillos de material de soldadura 12, L3, L4 se coupo-
nen, a opeidn, de Po92,5 Sn5 Ag, de Sn96 Agd Bi0,5 & e

una aleacidn de Pb-Sn, cuyo .contenido .en estafio se cncuen

..tre entre un 6 y.un 10 % en peso. Bl _soldudo previo del

elemento semiconductor hibrido se efectda en un horno cen
tinuo llenado con N,90 Ho10 con unos 375%C en el hivride,
Después Ge salir del horno de paso continuo se cx-~
traen de la placa de plantilla S1 los clementos semicon—
ductores terminados de soldar con ayuda de un extractor
no represcntado eh el dibujo.
31 como conexion eléetricsmente conductora enbrs

log contactos de conexidn T, 14 y el pasador de conexidn

.
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K4 en Jussy &0l alanbre Se conexion comun 69

los 2lambres éo conexi

w19

»

n 64a, 61b individuzles, que &8s~

’ s ”" n « B
tan representodos en los figuras 34 ¥y 3c, entonces se ho
de procedsr pars la colocacion de estos slembres de co-

. !

nexion individiales en el escote AG? de la tercera placa

1
-

de plantilla 83 de la menera sigulente: Primero s inserl

ta ol alombre de concxidn 61a y con sus espiras helicol-

'

dales W'4 dirigldas heclo abajo se empuja sobre el pasa~
dor dec conexidn K4. Despuds se coloca un anillo de ma-
10. terial de soldzdura en el pasador de conexidn ¥4 y findl
mente se coloca el segundo alambre de conexidn 51b empu~
jandole con zus espiras W94 dirigidas hacia arriba por
encima del pasndor de conexidn K4. Después de tenser
los alambres de conexidn 61a, 61, se colocz un segundo
15. -~ anillo de material de =zoldadura L4 sobre el pasador de
conexidn X4. '
~NOT4 -
Descrita suficiéntemente la naturaleza del invens
to, azi como lz mensra de realizarlo en la prdctica, de-
20. be hacerse constar que las disposiciones anteridrmente
indicadas, son susceptibles de modificaciones de detallev
en cuanto no slteren su principio fundsmenbal., También
se hace constar que el invento corrvesponde g una Sollei~
tud de Patente, presentade en Alemania, con fecha 8 de

25. arzo @e 1969, bajo el miaero P 19 11 915.4, acogidndose

por lo tanto a los beneficios que conceden los Convenios
Interncoionales en vigor, siendo lo que constituye 1z
esencia del referido inveunto ¥y por lo gque ze solicita
Petente de Invencidn per 20 afios en Espalis, sobre: PrR-

FECCIONAMIDNTOS BN LA CONSTRUCCION IE BIFNERTOS SHL IS0~



TUSTORES; caractorizdndoss poe 1o
1% .~ Perfeccionzaientos en la construccidn o
elementos semiconductores, que contienen como minimo
dos cuerpos semiconductores en forma de plaguites, oo
5. da uno con dos contactos de conexidn como winimo, dz1L
tipo deserito en la solicitud de patente ecpafiola
358 070 del mismo solicitante, en el cual un cucrpo sc-~
miconductor con un primer contacto de conexidn, que oey
pa todo un lado de superficie, ests soldudo sobre une
10, placa de zbecalo, que sirve simulidnesmente como conexidn
de electrodos, que lleva cn su parte inferior onuvestia
un primer pasador de eonexién, ¥ otro cuerpo semiconduc
tor con un primer contacto de conexidn, que ocupa todo
un lado de superficie, cstd soldado sobre un soporic
15. dispuesto por encima la placa de zdcalo, en el cual se
-~ —ha introdueido el soporie comun agujero-de sujecidn -
paralelo previsto a través de un segundo pagsedor de co-
nexidn, que atraviesa en forma ajsloada la placa de sdon-.
lo, en el cual, ademds, el cuerpo semiconductor sold:zdo

20, sobre el soporte, en el lado superior opuesto al sopor-

te, lleva un segun&o contacto de conexidn que, a través

"7 Tde un alambre de conexidn ewtd comectado con un tercer
T pagmdor” de cohexidn, que wtraviesa en forma alslads la
placa de zdealo, estando el slambre de consxidn con una
de sus zonas finales acodeda, recte con relacidn o 1z
“'seccidén central, soldado con el segundo contzcto de co-

nexidn del cuerpo semiconductor soldando sobre este sopory

te, y con su otro extremo, ssimicme acodado con welucidn
a la seceidn central, desarrollado en forme helicoilzl,

insertado por encime del torcer pusador de conexion ¥
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solLdado con dwte, beniendo findlmente el cuerpo moti-
conduetor soldado sobre la placa de zdealo, en sn lado
superior opuesto a la placa de z6calo, un segundo CCh=
$acto de conoxién que estd conectado, en forma eldciri-

5. camente condustors, con el soporte, csracterizados por-
que ls conexidn eléctricamente conductora entre el ce-
gundo contacto de concxidn del cuerpo cemiconductor,
soldado sobre la placa de zdcalo, ¥y el soporte sz for-
ma por el propio soporte,

10. 28, - Perfeccionamientos segin la reivindicacidn
1, caracterizados porgue el soporte lleva vna seccidn
doblada haciz ebajo, estrechandose hacia sbajo, cuyo ex
tremo inferior estd soldado con el segundo contacto de

conexidén del cuerpo semiconductor soldmsdo sobre la pla—

15, ca soporte.

38,~ Perfeccionsmientos segin las reivindicacio-
nes 1 y 2, caracterizados porque el sgujero de sujecidn
del soporte se desarrclla comc un ojal que tiene la for-~
ma de un cilindro coaxial al agijero de sujecidn y por~
20. que el ojél se sueldzs con el éegazﬁb pasador de oonexién,
48 .~ Perfeccionamientos .segin las reivindicacio- .

nes 1 a 3, caracterizados porque cuando el didmetro in~

terior del ojal es en 0,05 mm mayor que el didmetro,

ue asciende a 1 mm, del segundo pasador de conmexidn y -
la longitud axial del ojal asciende a 1 mm, la parte del
soporte, que lleva el cuerpo semiconductor, esta doblada
con relacidn a la suvperficie de seceidn del ojal en wun
dngulo de 7°,

58,- Perfeccionzmientos segin las reivindicacio-

nes 1 & 4, caracterizadas porg

ue cuando ambos cuarpns
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semiconductores tienen en su Jado superior, adewds, ca~-
ds uno un tercer contacto de conexidn, estzado code uno
de los dos terceros contactos de conexidn concetodos

en forme electvicambnte conductora con un cunarto posn-

dor de conexidn comin, que atraviesa la placa ds zdca-

lo en forma aislada, esta conexidn eldetricamentc cone-

ductora se Gesarrolla como un alsmbre de conexidn comtn

que conduce desde el wno do los contactos de conexidn

“ hecia el cuarto pasador de conexidn y desde éste hacia

el otro cohtacto de concxidmn.
68.~ Perfeccionamicntos segin la reivindicacidn
5, caracterizgsdos porque el elambre de conexidn comin
muestra dos secclones finsles de curso vertical, solda-
dags con sus extremos inferiores con los contactos dz co-
nexidn, dos secciones interamedias, de curso aproxinadda-
mente horizontal y, entre estas secclones intermedizs wnz
seceidn central desarrollada en forms helicoidzl, que e
inserta sobre el cuarto pasador y se suclda con éste.
7%.~ Perfecelionamientos segm las reivindiecacio-

nes 1 a 4, caracterizados porgue cuando log Aos cuerpos

. seniconductores tienen cads uno en au lado superior un

tercer contacto de conexidn, estandc uno de los dos ter~
ceros contactos de comexidn conectados on forme eléetri-
camente conductors con un cuarto pasador de conexidn co~
min, que atraviesa la plocz de zdewlo en forma aislada,

esta conexidn eldetricamente conductora se formz por dos
alambres de conexidn individuales de 1os cusles uno con-
duce desde un contacto de counexidn hacia el cuarto poss—

A

dor de conexidn y ¢l otio elembre ¢z conexidn dedde el

otro contecto de comexidn hools el cusrto pasudor G co-



nexidi.
88, ~ Porfeccionsmientos segin la relvindgicseidn
7, caracterizados porque las espirag helicoldales do
los olambres de conexidn individuales sciialan en senti-
e dos opueston ¥y porque la espira helicoldnl pertenceien~
te pl primer alambre de conexidn se dirige desde la co-
rreopondiente seccidn central hacla abajo y la espira
helicoidal perteneciente al segundo alambre de conexidn
se dirige desds la correspondicnte seccidn central ha-
10. cia arriba.
98,~ Perfeccionamientos segun las reivindicacio~
nes 1 a 8, caracterizsdos porgue los alambres de cone-—
xién se componen de una aleacldn de plata~-cobre con po=-
cos porcientos en peso de cobre, preferéniemente de
15, 4897 Cu3, o de niguel puro, moldeado en frio.
108,~ Perfeccionamientos segin las reivindicacio
nes 1a 9, caracterizados porque las capas de matorial
de soldadurs, que se encuentran en los contactos de co-
nexidn de los cuerpos semiconductores, se componen de
20, un material de soldadura blando a basc de plomo, prefe-
réntemente de Pb96 Sn4.
118,~ Perfeccionmnieﬁﬁos segﬁn las reivindics-
ciones 1 a 10, caractérizados poréué los ﬁésadofeé-wdé
conexidn conducidos aislados a travée de la ploca de 26
calc con las partes cada vesz insertadas estan soldados
con un materizl de SOidadura gue se compone de Pbh92,5
Snb Ag 6 de Sn96 Ag4 BiO'5, o de una aleacidn de plomo
~cstalio que contiene una proporoién en estvailo entre 6 ¥y
10 partes en peso.

122, ~ Perfeccionmmientos segin wne de lag reivi
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dicaciones 1 & 11{ coo minino, car
menos uno de los éuerpos agemiconduetores contiene un
clronito monoliticamente integrado.

132,~ Perfeccionamientes segin la reivindicacidn
12, caracterizado porgue el cuerpo semiconductor woldado
sobre el soporte contiene un cirewito monoliticomente in
tegrado que se compons de un transistor de mando, de wa
reclistencia parelels al trayecto emisor-~base del transig
tor de mendo y de un diode Zener que con su anodo estd
conectado a la base del transistor de mando, formazndo
el primer contacto de conexidn del cuerpo semiconductor
soldado con el soporte la conexidn de colector del tran
sistor de mando, el segundo coutscto de conexidn la co=-
nexién de cédtodo del diodo Zener y el tercer contacto de
conexidén la conexidn del emisor del trensistor de mando.

148 .~ Perfeccionamientos segin una de las reivin~

dicaciones 12 y 13 como minimo, caracterizado porque el
cuerpo semiconductor soldzdo sobre la placa de zdcalo
contiene un circuito o conexidn de transistor Darling-
ton.

158, ~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn
14, caracterizados porque el circuito ¢ conexidn de tran
sistores Darlington ce compone dc wn transistor fe ata-

que, un transistor de potencia, cuyo colector estd conec

I

" tado con el colector del transistor de ataque ¥ cuya ba-

. se estd consctada con el emisor dcl transistor de astague,

de una resistencis conectada en paraleloe al trayecto emd
sor-base del transistor de atague, de una resistencia
consctada en paralelo con el trayecto emisor-baze del

transistor de potenciz y de wn diodo conectzdo en parsle-
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lo con ¢l trayecto emisor~colector del trensisler de
potencia, cuyo dnodo estd conectado con el emisor del
transistor de potencia formando el primer contacto d¢

SN4 . vy «oapn 4 E I - 4 Taetoy
conexion del cuerpo semiconductor la consxion de colectoy

5e comin de los dos transistores, el segundo contacto de co-
nexidn la conexidn de base del tronsistor de stague y el
tercer contacto de concxidn la conexidn de emisor del
trensistor de potencia.
168 ,~ Perfeccionamientos segin las reivindicacio-
10. nes anteriores, caracterizados porque pars montar y sol-
daer el elemento semiconductor se ha previsto un disposi-
tivo de sujecidn compuesto de tres placas de plantillsa,
porque estas placas de plantilla se dotan ée escotes pa-
ra los plezas individuales de un ejomplar de elemenio 82
15. miconductor como minimo, porque se pueden colocar unas
encima de laos otras y al mismo ticmpo se guian paralelss
entre si medisnte medios de guiza, porque como minimo una
placa de zdcalo se imserta, con fres pasadores de cone-
xién sobresalientes por el lado inferior, en taladros pa
20, ra ello previstos en la primera placa ﬁe pleantille, por-
'que entonces se coloca la segunda placa de plantilla,
porgue en un escote para ello previsto en esta segunda
placa de plantilla se coloca el cuerpo semiconductor g
V//géﬁdar sobre la placa de zdcalo, provisto como minimo en.

10 de sus contactos superiores préviamente de matorisl

de soldadura, en caso .dado despuds de haberse colocado

/ una plaguita de material de soldadura, porque despuds,
en vn escote pars ello previsto en la segundz placa de
plentilla, se coloca ol soporte que, eu caso dado, en ¢l

lugar previsto para la soldadure con €l del cuerpo semi-



conductor se ha dotado préviamente de materizl de sol-
dadura, porque seguidamentc se edloca la tercera placa
de plantilla, porque en un sscoté para ello previsto en
esta tércera place de plantilla se coloca el cuerpo ze-

miconductor a soldar sobre el soportc, préviamente dotg

A1
»

do, cowo minimo en wa contacto- de conexidn superior, de
materisl de soldadura, porgue después, en como minimo
un esceote para ello previsto en la tercera placa de
plantilla se coloca como mininmo un alambre de conexidn
10. ' y simultdnesmente se pasa con su seccidn desarroilada.
en forms helicoidal por encina del pasador de conexidn
adjudicado y la parte heliecidal se cmpuja e lo largo
del pasador de conexidn hagia abajo hasta agarrer y con
ello hasta tensar el alasmbre de conexiln, porque enton~
15. ces se colocan sobre los pasadores de conexidn, que atra
"v1esan en forma aislada la placa de zdcalo, en cade wno
un anillo de material de soldadura y despuds se retiran
la segunda y tercera placa de plantilla y porque, findl
mente, solo la primerz placa de plantilla, con el elemen
20. to semiconductor montado sobre ella, se tronsporta a trg
vés del horno de soldadura.
178,~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn
16, caracterizados porquc las longitudes de les espiras
helicoidales ¥y las longitudes de las secclones finalep
25. de desarrollo recto correspondientes se adaptan entre sl

de maners que al tenssr los alambres de conexidn la ten-

cidn previa correcta se presente cuando los extremos inw~

feriores de las espiras asientan sobre las fusiones de
cristal.

188,~ Perfecciorsmientos s hchn la reivindileacidn
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16, cavcetorizadon porque lu soldadura de 1os elemenw

tos semigonduchores se efectds en un neimo G6e Paso corne
tinuo llenado de N29O H210 con 37500 en el elemento se-
miconductor.

198, Perfeccionamientos segin las reivindicacig
nes 7, 8 y 16, caracterizados porgue al insertar las eg
piras de los dos alambres de conexidn individuales so-
bre el cuarto passdor de conexidn, priméramente se in-
serta la espira que sefiale hacio abajo del primer alam-
bre de oonexién, después un anillo de meterisl de scldg
dura y después la espira helicoldal que seliala hacia
arriba del segundo zlembre de conexildn.

202,- Perfeccionamientos en la construceidn de
clementos semiconductores, tal y como queda sustanciél»
mente descrito en la presente lemoria e ilustrado en loe
adjuntos dibujos.,

Esta Memoxis consta de 27 hojas escritas a mdoui-

na por une s
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